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１．概要（Summary） 

アルゴンイオンミリング法の IC解析への応用を目的とし

て、配線材料として用いられる Material A 及び B のミリ

ングレートとミリング角度との関係について傾向が見られ

たので報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

アルゴンミリング装置 

触針式段差計  

スパッタ装置（芝浦） 

【実験方法】 

シリコンウエハー上にMaterial A膜及びB膜を成膜し

たサンプルを短冊状に切り出し、部分的にカプトンテープ

でマスキングした試料を作製した。 

 ミリングレートはミリング後の試料のミリング領域と非ミリン

グ領域の段差を接触式段差計で測定した結果から算出し

た。 Material A の成膜には芝浦メカトロニクス製の RF

スパッタ装置を用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にMaterial A膜およびMaterial B膜のミリン

グレートとミリング角度との関係を示した。 

Material A膜のミリングレートは途中でピークを迎えて

その後減少することがわかった。Material B膜のミリング

レートは膜表面に対し垂直入射をミリング角度 0°として、

ミリング角度の増加に伴い増加し検討条件内では極大値

を示さず単調増加を示した。 

同一ミリング条件でも、被ミリング材料の組成や構造に

よりミリング角度依存性（ミリングレートの極大値を迎える角

度）が変化するものと推察される。  

イオン照射により入射したイオン及びそのイオンにより

はじき出された原子の散乱による衝突カスケード現象によ

り物質表面から原子がスパッタされる。 ミリング角度の増

大によりカスケードが表面近傍で発生し、ミリングレートは

増大すると考えられている。 スパッタ率は入射角が60°

～80°くらいで極大値を示し、入射角が更に大きくなると

表面にある隣接原子の遮蔽効果により衝突が制限され表

面層を通過しにくくなり、スパッタレートは低下する１）。 今

回検討したMaterial Aはその傾向を示している。 

一方、Material B では垂直に近い入射角度で極大値を

示しており、入射エネルギーが低いためと考えられた。 

 

Fig. 1 Milling Rate vs. Milling Angle. 
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